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鉄系超伝導体の一つである FeSe はバルクでは超伝導転移温度(Tc)が 8 K である。単一ユニットセルの厚さの
FeSeの薄膜(単層 FeSe)をNbドープされた SrTiO3(Nb-STO)基板上に成長させると Tcが大幅に上昇することが知ら

れている。超伝導体を薄膜化すると Tcは減少するのが普通なので、これは特異な振る舞いであるが、これまでに

報告された Tcは 65 K~109 Kとばらついている[1,2]。この Tcの上昇には FeSeと STOの界面が重要な役割を果た
すと言われているが、その微視的起源に関する統一的見解は得られておらず、Tcのバラツキの原因も明らかでは

ない。我々はこれを解明するため、STO基板の表面超構造依存性 [3]や STO基板のドープ量に着目して研究を行っ
ている。以前、超高真空中での電気伝導測定により絶縁 STO基板上の FeSe単層膜において Tc = 40 Kの超伝導を
検出した[4]。この Tcの値は Nb-STO 基板上の FeSe 単層膜で報告されているものより低いため[2]、本研究では
Nb-STO上 FeSe単層膜について in situ電気伝導測定を行った。 

導電性基板への変更に伴い、超伝導転移を常伝導状態が mΩオーダーの抵抗変化から検出する必要が生じた。
そのため、まず測定回路とプログラムの改良を行い、抵

抗測定の精度を 1mΩまで向上させ、10 mK以下の間隔で
温度依存性が測定できるようにした。これを用いた測定

例として図1(a)に10 nmのNb薄膜の抵抗の温度依存性を
示す。超伝導転移に伴い、4.5 Kから急激に抵抗が減少し、
3.6 K にて検出限界以下まで抵抗が減少する様子を観測
できた。さらに、Dual configuration法[5]を自動で行うこ
とのできる回路を作成し、Nb-STO基板上単層 FeSe薄膜
の測定を行った結果を図 1(b)に示す。約 40 K以下で急激
に抵抗が減少した。講演では、この変化が超伝導転移で

あるか否か、電流-電圧測定や角度分解光電子分光の結果
も用いて議論する。 
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Fig. 1. (a)10 nmの厚さのNb薄膜の抵抗-温度曲線。
(b)１UC FeSe/Nb-STOの面抵抗-温度曲線。 
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